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键指标 

频率：8.8～

移相范围：3

移相精度均方

插入损耗：8

控制电平：0

芯片尺寸：3
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HG165Y-2
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对额定最大值

最大输入功率 
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工作温度 

存储温度 

意事项 

1．芯片在干燥

2．GaAs 材料较

3．芯片用导电

间不能超过

4．芯片微波端

双金丝键合

5．芯片微波端
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